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[57]申請專利範圍
1.　一種混合電壓輸出入緩衝器，其耦接至一焊墊，包括：一前級驅動單元，輸出一第一信
號及一第二信號；一基體電壓產生單元，用以依據該焊墊之電壓準位而決定將一第一電

壓或該焊墊之電壓導接輸出做為一基體電壓；一第一電晶體，其閘極接收該第一信號，

其第一源/汲極耦接該第一電壓，其第二源/汲極耦接該焊墊，其基體耦接該基體電壓；一
第二電晶體，其閘極接收該基體電壓，其第一源/汲極耦接該第一電晶體之第二源/汲極；
一第三電晶體，其閘極接收該第二信號，其第一源/汲極耦接該第二電晶體之第二源/汲
極，其第二源/汲極耦接一第二電壓；以及一輸入級單元，耦接該第三電晶體之第一源/汲
極，用以接收該焊墊之一輸入信號。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之混合電壓輸出入緩衝器，更包括：一閘極電壓追隨單元，
耦接於該第一電晶體之閘極與該前級驅動單元之間，其中若該焊墊之電壓大於該第一信

號，則選擇將該焊墊之電壓導引輸出給該第一電晶體之閘極，否則選擇將該第一信號導

引輸出給該第一電晶體之閘極。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該閘極電壓追隨單元包括：
一第四電晶體，其閘極耦接該基體電壓，其第一源/汲極耦接該前級驅動單元，其第二
源/汲極耦接該第一電晶體之閘極；以及一第五電晶體，其閘極耦接該第一電壓，其第一
源/汲極耦接該第一電晶體之閘極，其第二源/汲極耦接該第一電晶體之第二源/汲極，其
基體耦接該基體電壓。
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4.　如申請專利範圍第 3項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該閘極電壓追隨單元更包
括：一第六電晶體，其第一源/汲極耦接該第四電晶體之第一源/汲極，其第二源/汲極及
基體耦接該第四電晶體之第二源/汲極；以及一第七電晶體，其閘極耦接該第三電晶體之
第一源/汲極，其第一源/汲極耦接該第六電晶體之閘極，其第二源/汲極及基體耦接該第
一電晶體之第二源/汲極。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該閘極電壓追隨單元更包
括：一第八電晶體，其閘極耦接該第一電壓，其第一源/汲極耦接該前級驅動單元，其第
二源/汲極耦接該第四電晶體之第一源/汲極；以及一第九電晶體，其閘極耦接該第七電晶
體之第一源/汲極，其第一源/汲極耦接該第八電晶體之第一源/汲極，其第二源/汲極耦接
該第八電晶體之第二源/汲極。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該閘極電壓追隨單元更包
括：一第十電晶體，其閘極耦接該基體電壓，其第一源/汲極耦接該第六電晶體之閘極；
以及一第十一電晶體，其閘極接收一致能信號，其第一源/汲極耦接該第十電晶體之第二
源/汲極，其第二源/汲極耦接該第二電壓。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該閘極電壓追隨單元更包
括：一第十二電晶體，其閘極耦接該第一電壓，其第一源/汲極耦接該第十電晶體之第二
源/汲極，其第二源/汲極耦接該第十一電晶體之第一源/汲極。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該基體電壓產生單元包括：
一第十三電晶體，其閘極耦接該第一電壓，其第一源/汲極耦接該第一電晶體之第二源/汲
極，其第二源/汲極及基體耦接該第一電晶體之基體以輸出該基體電壓；一第十四電晶
體，其閘極耦接該第七電晶體之第一源/汲極，其第一源/汲極耦接該第一電壓，其第二
源/汲極及基體耦接該第十三電晶體之第二源/汲極。

9.　如申請專利範圍第 3項所述之混合電壓輸出入緩衝器，該閘極電壓追隨單元更包括：一
第六電晶體，其第一源/汲極耦接該第四電晶體之第一源/汲極，其第二源/汲極及基體耦
接該第四電晶體之第二源/汲極；一第七電晶體，其第一源/汲極耦接該第六電晶體之閘
極，其第二源/汲極及基體耦接該第一電晶體之第二源/汲極；一第十五電晶體，其閘極耦
接該第一電壓，其第一源/汲極耦接該第二電晶體之第二源/汲極，其第二源/汲極耦接該
第七電晶體之閘極；以及一第十六電晶體，其閘極耦接該輸入級單元，其第一源/汲極耦
接該第七電晶體之閘極，其第二源/汲極及基體耦接該第一電壓。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之混合電壓輸出入緩衝器，該輸入級單元包括：一第十七電
晶體，其閘極耦接該第十六電晶體之閘極，其第一源/汲極耦接該第三電晶體之第一源/汲
極，其第二源/汲極及基體耦接該第一電壓；一反相器，其輸入端耦接該第十七電晶體之
第一源/汲極，其輸出端耦接該第十七電晶體之閘極；以及一緩衝器，其輸入端耦接該反
相器之輸出端。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該輸入級單元包括：一第十
七電晶體，其第一源/汲極耦接該第三電晶體之第一源/汲極，其第二源/汲極及基體耦接
該第一電壓；一反相器，其輸入端耦接該第十七電晶體之第一源/汲極，其輸出端耦接該
第十七電晶體之閘極；以及一緩衝器，其輸入端耦接該反相器之輸出端。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之混合電壓輸出入緩衝器，更包括：一第十八電晶體，其閘
極耦接該第一電壓，其第一源/汲極耦接該第二電晶體之第二源/汲極，其第二源/汲極耦
接該第三電晶體之第一源/汲極。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該焊墊為一輸入焊墊。
14.   如申請專利範圍第 1項所述之混合電壓輸出入緩衝器，其中該焊墊為一輸出焊墊。

(2)
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圖式簡單說明

圖 1繪示為傳統混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 2繪示為傳統混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 3繪示為傳統混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 4繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器示意圖。

圖 5繪示為本發明之一實施例基體電壓產生單元所提供之基體電壓的圖表。

圖 6繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 7繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 8繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器電路圖。

圖 9繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器的電路圖。

圖 10繪示為本發明之一實施例混合電壓輸出入緩衝器電路圖。
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